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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高機能性薄膜（Si、Ge、C、GaAs等）は、次世代のディスプレイや太陽電池、熱電
素子、二次電池等の材料として有望である。ガラスやプラスチック等の汎用基板上
に合成された各材料について、その特性を評価することを目的とする。

実験
Experimental

Ta箔上に非晶質C層とNi層を各25–500 nm堆積後、600 ℃の熱処理を施し、層交
換を誘起した。MLGを金属Liと対向させ、電解液1M LiPF6 in EC/DEC（1:1 v/v）
を用いた二極式セルを作製し、充放電試験を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Ni除去後の試料表面のラマンスペクトルから、MLGに起因した3つのピークが得ら
れた（Fig. 1(a)）。100 nmの試料の断面TEM像より、MLGは基板に垂直に配向し
ていた（Fig. 1(b),(c)）。各試料の充放電特性を測定した結果、膜厚が大きいほどプ
ラトー領域が増大した（Fig. 2(a),(b)）。一方、0.1 V以上で見られる非プラトーな
容量は膜厚による大きな変化が見られず、界面に生成された金属酸化物に起因する
ことが推察された。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 (a) Raman spectra obtained from the front side of the annealed samples.
(b) Cross-sectional TEM image and (c) high-resolution lattice image of the 100-
nm-thick sample.

図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

Fig. 2 Galvanostatic charge/discharge cycles for the (a) 25- and  (b) 500-nm-
thick samples at a current rate of 1C.
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